
図 1：電極上を TDT で処理した OFET と未

処理の電極で作製した OFET の p 型(a)、n

型(b) Id-Vg特性の比較。 
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 一重項ビラジカル分子 Ph2-IDPL は約 1eV と非常に狭い HOMO-LUMO ギャップを持つ [1,2]。こ

れゆえ、Ph2-IDPL 薄膜を用いた有機電界効果トランジスタ(OFET)は p 型、n 型共にバランスの取

れた両極性を示すことが報告されている[3]。しかし HOMO 及び LUMO と電極間の低い電荷注入

障壁が OFET を駆動させていない「オフ状態」での電荷注入を増加させてしまい、オンオフ比の

低下が本質的な問題として存在していた。 

 これを克服するため、これまでに我々はテトラデカンチオール(TDT)を用い、電極表面を TDT

の自己組織化単分層(SAM)で処理したOFETの作製を行った。一種の絶縁のバッファ層であるTDT 

SAM を電極/Ph2-IDPL 薄膜間に挿入することでオフ状態での電荷注入を阻害し、非常に低いオフ

電流を得ることに成功した。(図 1 に電極表面を TDT SAM で処理した OFET と未処理の OFET の

p 型(a)、n 型(b) Id-Vg特性の比較を示す)これによりこれまでに報告されていた最大のオンオフ比で

ある 103を一桁上回る、~104 のオンオフ比が得られた。この際問題になっているのは OFET を駆

動させている時の「オン電流」の低下である。オン状態で流れる電流はトンネル効果によるもの

である。TDT という鎖長の長い SAM を導入したことでオン電流は何も電極を処理していない時

に比べ低下していることが分かる(図 1)。移動度とオンオフ比を両立すべく、アルカンチオール

SAM のアルキル鎖長を変えて OFET

の作製、評価を行った。講演では界

面電子構造、やモルフォロジーの変

化なども含め、OFET 特性の鎖長依存

性について詳細に議論する予定であ

る。 
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